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Filling-controlled MIT in the AM4X8 compounds ? 
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Eseuil ≈ 1-10 
kV/cm
Gap ~ 0.2 eV

Monceau et al., 
PRL 37, 602 (1976)

Champ seuil Eth< 1 

V/cm
I(V) différent

NbSe3

Décrochage 
d’une Onde de 

Densité de 
Charge (ODC)

Non linéarités électriques dans les AM4X8 : 
comparaison avec les modèles existants 

Effet Zener

champ seuil Eth > 
MV/cm

Avalanche

champ seuil compatible
Eth ≈ 1-100 kV/cm

Mécanisme 
Possible !!!

Es ~ Eg
2.5











  





  

Différente hauteur pour 
le même courant tunnel !!

I = constante

métal isolant

Etude des AM4X8 par microscope à effet tunnel 
Scanning tunnelling microscopy (STM)







  

Nano-writing : 1 Tdots / cm² !

    surface inflation

Pulses applied through  STM

V. Dubost et al. Advanced Functional Materials 19, 2800-2804 (2009)

Pulse application through the STM tip: 
electro-mechanical coupling

Gigantic electro-mechanical 
Effect 





  

negative CMR

MR ≈
 70% 

Tc

Mechanism of negative CMR 

Manganites

E. Janod et al. Submitted 2012

GaV4S8 n-doped    
     negative CMR
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H. Müller, W. Kockelmann 
and Dirk Johrendt, 
Chem. Mater. 2006, 18, 2174. 

Structural 
distortion



  

Substrate LETI: V. Jousseaume
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Metal / Insulator / Metal (MIM) Structure 
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ρ = ρ0.exp(EG/2kB.T)

y = 0

y = 4

y = 6

GaTa4Se8-yTey y = 0

y = 4 y = 6

77 K

Evolution du champ seuil avec le gap



  

GaV4Se8GaV4S8

GaNb4Se8

GeV4S8

GaTa4Se8

High
resistanc

e 

Low 
resistanc

e

?
Resistive Switching does not 
depend on :

-  Chemical elements
-  Clusters filling

Resistive Switching in the AM4X8
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 Forte évidence de la validité d’un phénomène d’avalanche 
dans des isolants de Mott à faible gap !!!

Lien champ seuil - gap




